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Background 

有機分子が固体表面に吸着・結合して形成さ

れる自己組織化単分子膜 (Self-assembled 

monolayers: SAMs)は、作製の簡便さと用途の

広さから注目されている。本研究では、オクタ

デシルホスホン酸 (Octadecylphosphonic acid: 

OPA)の単分子膜を選択した。単分子膜を金属

酸化物薄膜への下地層としての応用を考え、金

属酸化物薄膜にバナジン酸ビスマス(Bismuth 

vanadium oxide: BiVO4)を用いた。 

Experiments 

Si基板上に抵抗加熱蒸着装置を使用してAl

薄膜を形成し、Al薄膜上にディップコート法に

よりSAMsを形成した。OPA-SAMs成膜後、

BiVO4薄膜を成膜した。成膜したBiVO4薄膜の

表面特性を評価するため、原子間力顕微鏡

(Scanning Probe Microscope: SPM)測定を行った。 

Results 

Al薄膜付き Si基板に単分子膜と BiVO4を成

膜後、BiVO4薄膜表面の SPM 測定を行った。

結果を Fig. 1 に示す。 Fig. 1 (a), (b)に

BiVO4/Al/Siと BiVO4/ OPA-SAMs/Al/Siのトポ

グラフィー像を示した。また Fig. 1 (c), (d)に、

それぞれの断面プロファイルを示した。また断

面プロファイルより、最大高低差を求めた。

BiVO4/Al/Si は 、 6.2 [nm] 、 BiVO4/ 

OPA-SAMs/Al/Siは、4.8 [nm]である。単分子膜 

を下地層として利用することで最大高低差が

1.4 [nm]小さくなり、平坦なバナジン酸ビスマ

ス薄膜が作製できたことが分かる。 

Fig. 1 で求めた Ra、粒子数、粒子サイズの結

果を Table. 1に示す。Table. 1 より、BiVO4薄膜

粒子の平均直径が 74 [nm]程度は小さくなって

いる。これは下地層に OPA-SAMs を用いるこ

とで、BiVO4薄膜の下地層の表面エネルギーが

均一になり、BiVO4粒子が規則正しく堆積され

たことが理由だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 AFM results (a) Topography of BiVO4/Al/Si, (b)  

BiVO4/OPA-SAMs/Al/Si, (c) cross section profile of (a), 

and (d) cross section profile of (b). 
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Table 1  
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